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《氮化镓材料中镁含量的测定》《讨论稿）编制说明

一、任务来源及计划要求

GaN材料的研究与应用是目前全球半导体研究的前沿和热点，是研制微电子器件、光电子器件的新型半导体材料，并与SiC、金刚石等半导体材料一起，被誉为是继第一代Ge、Si半导体材料、第二代GaAs、InP化合物半导体材料之后的第三代半导体材料。它具有宽的直接带隙、强的原子键、高的热导率、化学稳定性好（几乎不被任何酸腐蚀）等性质和强的抗辐照能力，在光电子、高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景。GaN单晶的研制，迫切需要对GaN材料中重要杂质进行检测，特别是重要掺杂剂镁元素的测试，因为掺Mg量对生长 P型 GaN有重要影响：要获得高空穴载流子浓度的 P型 GaN,Mg的掺杂量必须控制好。掺Mg量较小时,GaN∶Mg单晶膜呈现 N型导电，得不到P型层；掺Mg量过大时 ,会形成与Mg有关的深施主，由于深施主的补偿作用，得不到高空穴浓度的 P型 GaN。二次离子质谱法可以分析从氢到铀的所有元素及同位素，具有很高的灵敏度，是检测镁掺杂量的一个重要手段。为了促进国内相关技术的提升，并使我国二次离子质谱定量分析技术规范化，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会于2016年提出制订该国家标准，并被国家标准委列入2017年第四批国家标准制修订计划（国标委综合[ 2017] 103号），计划编号为20173544-T-469。

二、编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

本标准编制主要依据GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》原则。

 本标准的制定工作由要由信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研究所承担。

为顺利完成该项工作，2017年12月本标准起草单位（中国电子科技集团公司第四十六研究所）组建了本标准起草工作组；起草工作组讨论并形成了制定本标准的工作计划及任务分工。2018年3月，起草工作组完成本标准工作组讨论稿（氮化镓材料中镁含量的测定 二次离子质谱法）。
三、国内外情况分析
目前国内已经制定了氮化镓单晶位错密度的测量方法、氮化镓单晶衬底片x射线双晶摇摆曲线半高宽测试方法、氮化镓单晶衬底表面粗糙度的原子力显微镜检验法等方法，但在氮化镓单晶中杂质的测试方法方面还是空白，国际上也未发行相关的标准。

四、制定内容
GaN单晶的研制，迫切需要对GaN材料中重要杂质进行检测，特别是重要掺杂剂镁元素的测试，因为掺Mg量对生长 P型 GaN有重要影响：要获得高空穴载流子浓度的 P型 GaN, Mg的掺杂量必须控制好。所以监控氮化镓中镁的浓度通常是必要的，可以用于工艺控制、研发和材料验收目的。
本标准规定了用二次离子质谱仪测定氮化镓材料中镁含量的方法。

本标准适用于氮化镓材料中镁含量的定量分析，其镁的浓度大于5×1014atoms/cm3。

五、与国外同类标准水平的对比分析

目前国外不管是ISO还是SEMI都还没有用二次离子质谱法测试氮化镓单晶中杂质的标准，所以无法对比。
六、与现行法规、标准的关系

本标准不违反国家现行的有关法律、法规，由于国家标准体系中以前没有此类标准，因此本标准实行后，不用废除现有的任何标准。
七．标准征求意见的处理经过和依据

详见《氮化镓材料中镁含量的测定 二次离子质谱法》意见处理汇总表.
八、实施标准的要求和措施的建议


本标准是测试杂质元素的总量，因此与杂质的化学和电学特性无关，未涉及专利问题，建议作为推荐性国家标准实施。
